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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Anordnung mit Transistor-Funktion 

(§) Bei einer Anordnung mit Transistor-Funktion, insbe- 
sondere einem Bauelernent, mit einer Gate-Elektrode, ei- 
nem Gate-Die! ektrikum, einer Source- und einer Drain- 
Elektrode sowie einer Schicht aus wenigstens einer la- 
dungstransportierenden organisation Substanz ist die la- 
dungstransportierende organische Substanz elektroche- 
mtsch wenigstens zweimai anodisch reversibei oxidier- 
bar oder wenigstens zweimai kathoolsch reversibei redu- 
zierbar und mindestens in einem Ldsemittel loslich und 
weist ein Molekulargewicht bis zu 2000 g/mol auf. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft cine Arxxdnung, insbesondere ein 
Bauelement, mit Traiisistor-Funknon, die cine Gate-Elek- 
trodc, ein Gate-Didekttikum, cine Source- und cine Drain* 5 
Elektrode sowie cine Schicht aus wenigstens einer ladungs- 
iransportierenden organischen Substanz aufweist 

Baudemente mit Transistor-Funktion sind in vielfaltigen 
Ausfilhnmgsfonnen bekannt Eine cfieser Ausfiihrungsfor- 
men stellt derTVp des Feld-Effekl-lransistors (FET) dar. In 10 
der Tecbnologie der Aknv-Manix-Hussigkristall- Anzeigen 
("Active Matrix Liquid Crystal Displays" AM-LCDs) hat 
dabci eine Ausfuhningsform erbebliche Bedeutung erlangt, 
die im allgemeinen als Dunnfilmtransistor (Thin Film 
Transistor" = TFT) bezeichnei wird. 15 

Als aktives Halbleitermaterial diem bei Dunnfilmtransi- 
storen ublicherweise Silizium in einer seiner Erscheinungs- 
forrnen, beispielsweise amorpbes SiHzium bei AM-LCDs; 
es kann beispielsweise aber auch Galliumarscnid verwendet 
werden. Die. Herstellung derarnger Transistoren ist jedoch 20 
vergleichsweise aufwendig und teuer. AuBerdem schranken 
bei der Herstellung auftretende hohe ProzcBlcmpcraturen 
die moglicben Einsatzbereiche ein. Die Vferwcndung von 
ftcxiblen Foliensubstraten wurde zwar prinzipiell die Her- 
stellung rlexibler Display-Folien eriauben, geeignete Foiien 25 
weisen bislang allerdings nicht die erforderliche Tempera- 
turstabilitat auf . 

Bekannt sind auch DunnnJmtransistoren, bei denen orga- 
nische Materi alien als aktives Halbleitermaterial eingesetzt 
werden. Diese Transistoren werden ublicherweise als "Or- 30 
ganische Transistoren" (OTs) bezeichnet Da ihre Funkti- 
onsweise Analogien zur Funkiion von konventionellen 
Feld-Effekt-Transistoren (FETs) aus Silizium aufweist, fin- 
det sich dafur haufig auch der BegrirT "Organische Feld-Ef- 
fekt-Transistoren" (OFETs). 35 

Ferner sind OTs bekannt, bei denen nicht nur der aktive 
Halbleiter aus einem organischen bzw. polymeren Material 
besteht, sondem auch die weiteren zur Funktion notwendi- . 
gen Komponenten, wie Hektroden und Dielektrikum, ganz 
oder teilweise aus organischen bzw. polymeren Materi alien 40 
aufgebaut sind. Besteht ein Bauelement mit Transistor- 
Fun ktion vollstandig aus organischen Materialien, so wird 
es als "All-Organic Thin Him Transistor" bezeichnet. 

Organische Transistoren konnen auf flexiblcn Substraten * 
(KnnststofF-Folien) hergestellt werden. Damit reahsierbare 45 
flexible elektronische Schaltongen konnen in vielfaltigen 
Anwendungsformen zum Enaatt gelangen, wie Chipkanen 
bzw. Smart Cards, Transponder und flexible Displays. Orga- 
nische Transistoren weisen dariiber hinaus weitere Vorteile 
auf, und zwar in bezug auf die Herstellungskosten: Da ihre 50 
Herstellung mit einfachster Prozefitechnik (FlUssigphasen- 
prozesse, wie Aufechleudern und Drucktechniken) unter 
Umgehung aufwendiger Vakuurn-Derxjsinorisverfahren 
moglich ist, ist eine deutliche Kostenreduziening insbeson- 
dere bei der Herstellung einfacber und einfachster elektroni- 55 
scher Schaltungen geringer Komplexitat erreichban 

Je nachdem, ob im Halbleiter bevorzugt positive Ladun- 
gen ("Locher) oder negative Ladungen ("Elekironen") trans- 
portiert werden, liegen p-Kanal-Transistoren bzw. n-Kanai- 
Transistoren von Beide Ausfuhrungsformen (p-TVp und n- 60 
Typ) gibt es sowohl bei konventionellen Feld-Effekt-Transi- 
storen aus Silizium oder Galliumarscnid als auch bei organi- 
schen Transistoren. 

Es ist bekannt, dafi organische Funkuonsschichten, insbe- 
sondere die organischen Halbleiter, durch un terse hiedliche 65 
Depositionsverfahren aufgebrachl werden konnen. Fur or- 
ganische bzw. polymere Materialien, die nur uber eine sehr 
geringe oder keine Loslichkeit in einem geeigrteten Lose- 
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mittel verfBgen, wird bevorzugt das Verfahren des thenrri- 
scben Vcidampfens im Hochvakuum angewandt Der Pro- 
zeB des mermischen Aufriarnpfcns ist jedoch vergleichs- 
weise aufwendig und kostenintensiv. 

Wesentlich einfacher und kostengunsdger ist das Auf- 
bringen durch bekannte Flu^gpbasenprozesse, wie Auf- 
schlendern von geeigneten Ldsungen oder Drucktechniken. 
Vbraussetzung fur Flussigphasenprozesse ist eine ausrei- 
chende Loslichkeit der organischen Halbldtermaterialien in 
geeigneten Losemitteln. Die zugrundehegenden Fertigungs- 
verfahren sind in diesem Fall besonders einrach und damit 
kostengunstig. 

Gegen eine kommerzielle Nutzung von organischen 
Durmfilmtransistoren spricht bisher die latsache, daB die 
Bauelemente noch nicht Uber eine fur den praktischen Ein- 
satz ausreicbende StabiHtax verfQgen; diese latsache ist dem 
Fachmann bekannt (siebe dazu beispielsweise: "Applied 
Physics Utters", Vol 71 (1997), Seiten 3871 bis 3873). 

Fur organische Transistoren sind folgende Herstellungs- 
verfahren bekannt, die insbesondere das Aufbringen der ak- 
tiven organischen bzw. polymeren Halbleiterschicht betref- 
fen: 

- Vakuumdeposition 

In organischen Transistoren werden haufig organische 
Halbldtermaterialien in Form funktioneller Molekule 
verwendet, die in geeigneten Losemitteln nicht loslich 
sind und deshalb nur durch Vakuumdeposition, <± h. 
Verdampfen im Hochvakuum, beispielsweise durch 
thennisches Verdampfen oder durch "Pulsed Laser De- 
position", aufgebrachl werden konnen (siebe dazu bei- 
spielsweise: EP-OS 0 825 657; "IEEE Electron Device 
Letters", VoL 18 (1997), Seiten 606 bis 608; "Applied 
Physics Letters", \bL 69 (1996), Seiten 3066 bis 3068). 
Diese Herstellungsvedahren sind aber - aus Grunden 
der Prozefisicherneit sowie der Prozefikontrolle und 
vorrangig aus Kostengrunden - fur eine GroBserieofer- 
tigung wenig geeignet 

- Aufbringen aus flussiger Phase mit anschliefiender 
chemischer Conversion 

Organische Substanzen, auch Polymere, konnen aus 
flussiger Phase durch bekannte Vferfahren aufgebracht 
werden (Aufschleudern, Druckverfahren). Hierbei han- 
delt es sich aber um Materialien, die in loslicher Form 
noch keine geeigneten Halbleitereigenschaften aufwei- 
sen. Die cntsprecbenden Materialien mit den gef order- 
ten Halbleitereigenschaften dagegen sind in geeigneten 
Losemitteln unldslich. Diesem Problem wird in der 
Wcise begegnet, daB die losKchen cdcfat-halbleitenden 
Substanzen durch einen chemiscben Konversionspro- 
zefi in unldsfiche Halbleiter ubergeftlhrt werden (siehe 
dazu beispielsweise: "Science", \bL 270 (1995),' Seiten 
972 bis 974). Nach teilig ist bier aber; daB entweder ag- 
gressive und umwdtschadliche ProzeBgase, wie Chlor- 
wasserstoff (HQ), verwendet werden raussen oder daB 
beim KonversionsprozeB toxische Reaknonsprodukte 
(Eliminierungsprodukte) gebildet werden. 

- Aufbringen aus flussiger Phase ohne chemische 
Konversion 

Insbesondere halbleitende Polymere konnen zwar aus 
Ldsungen, q\ h. durch Flussigphasenprozesse, wie Auf- 
schleudern. verarbeitet werden, allerdings sind die er- 
•zielbaren Trarisistoreigenschaften fur prakusche An- 
wendungen nicht ausreichend. Der Grund liegt darin, 
daB mit halbleitenden KunststoMen bislang keine ho- 
hen molekularen Ordnungsgrade erzielt werden kon- 
nen, Hohe molekulare Ordnungsgrade sind aber fur die 
Trarisistor-Charakteristik besonders vorteilhaft (siehe 
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dazu beispielsweise: "Journal of Applied Physics', Vbl. 
75 (1994), Sciten 7954 bis 7957). 

Aufgabe der Erfindung ist es, cine Anordnung (milTYan- 
sistcc-Funkuon) der cingangs genannten Aft mil wenigstens S 
einer ladungstransportierenden organischen Substanz. d. h. 
einem organischen Halbleiter, anzugeben, die kostengOnstig 
hergestellt werden kann und gute TYaiisistoreigenschaften, 
insbesoodere eine hobe Stabilitlt, besitzL 

Dies wird erfindungsgemafi dadurch erreichl, daB die la- to 
dungstiansportierende organiscbe Substanz elektroche- 
misch wenigstens zweimal anodiscb reversibel oxidierbar 
oder wenigstens zweimal kathodisch reversibel reduzierbar 
ist, mindestens in einem Ldsemittel Idstich ist und ein Mole- 
kulargewicht bis zu 2000 g/raol aufweisL »5 

Eine organische Substanz der vorstehend genannten Art, 
die zum Transport elektrischer Ladungen (Lecher oder 
Elektronen) fahig ist, d. h. ein organiscner Halbleiter, der p- 
leitend oder n-leitend ist, besitzt. ein bestimmtes Eigen- 
schaftsprofit. 20 

- Die Substanz weist eine ausreichende Redoxstabiii- 
tat auf: Zum Transport positiver Ladungen (Lecher), 
d h. im Falle eines p-Kanal-TVansistors, muB die Sub- 
stanz wenigstens zweimal anodiscb reversibel oxidier- 25 
bar sein. Dies bedeutet, daB im Cyclovoltammogramm, 
aufgenommen bei Raumtemperatur in einem inenen 
Ldsemittei, wenigstens zwei cnemisch reversible Oxi- 
dationsweUen auf treten. Zum Transport negativer La- 
dungen (Elektronen), d.h. im Falle eines n-Kanal- 30 
Transistors, muB die Substanz wenigstens zweimal ka- 
thodisch reversibel reduzierbar sein. Dies bedeutet, daB 
im Cyclovoltammogramm, aufgenommen bei Raum- 
temperatur in einem inerten L&semittel, wenigstens 
zwei cnemisch reversible Reduktionsweilen auftreten. 35 

- Die Substanz weist mindestens in einem Losemittel 
eine ausreichende Loslichkeit auf und eignet sich damit 
fur eine Russigphasenprozessierung. 

- Die Substanz besitzt ein Molekulargewicht von 
hechstens 2000g/moL Gute Transisioreigenschaften 40 
werden dann erreicht, wenn der organische Halbleiter 
einen hohen molekularen Ordnungsgrad besitzt Dies 
ist bei funktionellen Substanzen der Fall, deren GroBe 
bzw. Molekulargewicht den genannten Wert nicht 
iibersteigt <5 

Es wurde namlich tiberraschenderweise gefunden, daB 
die Redoxstabilitat der ladungstransportierenden organi- 
schen Substanz ein wesentliches Kriterium fur die S tabiiitat 
der Anordnung mit Transistor-Funktion darstellt Dieses so 
Stabilitatskriterium war bislang abcr nicht bekannt (vgl. 
dazu: "Synthetic Metals", Vol 87 (1997), Sciten 53 bis 59). 
Vorzugsweise zeigt die ladungstranspoitierende organische 
Substanz im Cyclovoltammogramm mindestens wahrend 
zehn zeitlich aufeinanderfolgender Oxidations- bzw. Reduk- 55 
tionszyklen ein reversibles Verhalten. 

Die Anordnung (mit Transistor-Funktion) nach der Erfin- 
dung wird aucb als organischer Transistor bezeichnet Dar- 
unter wird ein Transistor verstanden, in dem das aktive 
Halbleitermaterial aus einer organischen Substanz besteht 60 
Die an deren Bestandteile, wie Hektroden und Dielektrikum, 
konnen sowohl aus organischen bzw. polymeren Stoffen als 
auch aus anorganischen Stoffen bestehen. Der organische 
Transistor nach der Erfindung umfaBl dabei alle Anordnun- 
gen in Hybridtechnik mil organisch-anorganischen Kombi- 6$ 
nationen. 

Die Anordnung nach der Erfindung zeichnet sich dadurch 
aus, daB die FeldefTekt-Beweglichkeil mindestens 1 • 
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KT'cnrVVs betragL Diese Anordnung weist eine Schicht 
aus wenigstens einem organischen Halbleiter auf. Die Dicke 
dieser Schicht betragt vorteilhaft zwischen 5 nm und 1 0 Um, 
vorzugsweise zwischen 10 und 100 ran. 

Der organische Halbleiter ist vorteilhaft ein aromatischer 
Kohlenwasserstoff, eine heteroaromatiscbe Verbindung 
oder eine Pol yen- Verbindung, wobei diese Substanzen jc- 
weils wenigstens einen IdsHchkdUvermittelnden Substitu- 
enten aufweisen. \brzugsweise ist der organische Halbleiter 
ein Deri vat einer der fdgenden Yerbindungen: Benzol, 
Naphtbalin, Naphthacen, Pentacen, Biphenyl, Terphenyl, 
Quaterphenyl, Quinquephenyl, Sexiphenyl, Triphenylen, 
Chrysen, Pyren, Naphthalccyanin, Porphyrin, Perylen, 
Phenanthren, Truxen, Fluoren und Thiophen oder eine ent- 
sprechtnde aromatische Verbindung, in welcher ein oder 
mehrere Ringkohlenstofialome durch Sauerstoff, Stickstoff 
oder Schwefel ersetzt sind Gegebenenfalls konnen eine 
oder mehrere Doppelbindungen hydriert sein. 

Der loshchkeitsvermittelnde Substituent kann einer der 
folgenden Reste sein: Cp bis C ir Alkyl, C r bis d 2 -Alke- 
nyl, C r bis CrCycloalkyl, Cr bis Cis-Aralkyl und C 6 - bis 
Cio-Aryl. Diese Reste konnen zusatzlich eine Alkoxy-, Car- 
booyK Alkoxycarbonyl-, Cyano-, Halogen- oder Amino- 
gruppe tragen, wobei die Alkoxy gruppen 1 bis IS C-Atome 
aufweisen konnen. 

Fur die Anordnung mit Transistor-Funktion nach der Er- 
findung bestehen insbesondere folgende Anwendungsmog- 
lichkeiten: 

- Bektronische Schaltkreise 

Diese Schaltkreise konnen gegebenenfalls logische 
Funktionen (logisches UND, logisches ODER usw.) 
ausfuhren. Gegebenenfalls k&nnen auch weitere elek- 
tronische Bauelemente vorhanden sein, beispielsweise 
Dioden, Transistoren aus Silizium oder Gallium arsenid 
sowie passive Bauelemente, wie Spulen, Widerstande 
und KoodensatoreiL Hicrin entbalten sind auch alle 
Anordnungen, die Transistoren verse hiedener Polaritat 
(n-TVp, p-TVp) enthalten. Gegebenenfalls konnen die 
verschiedenen Polahtaten mit unterschiedlichen Tran- 
sistor- Anordnungen realisicrt werden, beispielsweise 
ein n-TVp auf Siliziumbasis und ein p-TVp entspre- 
chend der Erfindung. Anorganisch-organisch hybride 
Schaltkreise sind an sich bekannt (siehe dazu beispiels- 
weise: US-PS 5 625 199; "Applied Physics Utters", 
Vol. 69 (1996), Seiten 4227 bis 4229). 

- Chipkarten bzw. Smart Cards 

- Transponder bzw. ID Tags, d. h. Vorrichtungen zur 
elektrom'schen Identifizierung von Gegenstanden oder 
Lebewesen (Tiere, Pflanzen). 

An hand von Aushlhrungsbeispielen und einer Figur soli 
die Erfindung noch naher eriautert werden. 

In der Rgur ist schematise!) im Schnitt eine Ausfuhrungs- 
form der Anordnung nach der Erfindung dargestellt, d. h. ein 
Dunnfilmtransistor. Auf einem Substrat 10 ist eine Gate- 
Bektrode 11 angeordnet Als Substrat konnen sowohl starre 
Trager, wie Silizium- Wafer; als auch flexible Trager, wie 
Kunststoff-Folien, eingesetzt werden, auBerdern kann das 
Substrat transparent sein (Gas, durchsichtige Kunststoff- 
Folie). Die Gate-Elektrode kann beispielsweise aus einem 
Metall, wie Gold, oder aus einem leitfahigen KunststorT, wie 
Polyanilin, bestehen. 

Die Gate-Elektrode 11 ist von einem Gate-Dieiektrikum 
12 umgeben. Als Gate-Dielektrikum konnen sowohl anor- 
ganische als auch organische bzw. polymere Malerialien 
Verwendung finden. So kann beispielsweise ein anorgani- 
scher Isolator, wie Siliziumdioxid oder Sibziumnitrid, oder 
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ein isolierender Kunststoff, wie Poiy(4-vinylphcnol), einge- 
setztwerden. 

Auf dem Gate-Didektrikum 12 ist due Scwrce-Bektrode 
13 und eine Drain-Bektrode 14 angeordnet Fur diese Bek- 
troden kdnneo - ebenso wie bei der Gate-Bektrode - so- 5 
wohl anorganischc Materiaikn, beispidsweise Metalle, wie 
Gold, als auch organische bzw. polymcre Matmatien, bd- 
spielsweise Idtfahige Polymcre, wie Polyaoilin, Verwen- 
dung finden. Die Bektroden, eioschliefilich der Gate-Bek- 
trode, konnen auch im Mehrschicrjtverfahren aufgebsut sein 10 
und mehrere verschiedene Komponenten umfassea Es in 
ancfa moglich, fOr die dnzdnen Bektroden unterschiedHrhr 
Materialien zu verwenden. 

Zwischen der Source-Bektrode 13 and der Drain-Bek- 
trode 14 ist eine Schicht 15 aus einer ladnngstransportieren- 15 
den organischen Substanz, d. h. einem organischen Halbiei- 
ter, angeoidneL Diese Schicht kann eine oder mehrere der 
vorstehend naher beschriebenen Verbindungen aufweisen. 

Bdspid 1 20 

Die Oberflache eines Silizium- Wafers wird thenmsch 
oxidiert, so dafi cine Oxidschicht mil einer Dicke von 
400 nm entsteht; der Silizium- Wafer fungiert als Gate-Bek- 
trode, und die Oxidschicht ist das Gate-Dieletaikum. Auf 25 
den vorgewarmten Wafer wird eine Losung von 4,4""'- 
Bis(n-octyl>quinquephenyl aufgebracht (0,5%ige Losung 
in hdBem Chlorbcnzol). Jfach dem Abtrocknen des Lose- 
mittels werden durch eine Schattenmaske zueinander paral- 
lele Gold-Bektroden aufgedampft (Lange der Gold-Hek- 30 
troden: 1 mm; Abstand der Gold-Bektroden vondnanden 
20 urn; Druck wahrend der Bektrodendeposition: 1 • 
10~ 5 mbar, Aufdampfrate: 0.5 bis 1 nm/s; Dicke der Gold- 
elektroden: ca. 200 nm). 

Nacb dem Aufbringen der Gold-Bektroden wird die 35 
TVansistor-Anordnung mit einem Spitzen-MeBplatz kontak- 
tiert (Gold-Bektroden als Source- bzw. Drain-Elektroden, 
Silizium als Gate-Bektrode). Bd Anlegen einer Gate-Span- 
nung von -90 V zeigt das hergesteDte Bauelement die Funk- 
tion dnes Feld-EfTekt-Transistors. Die Fddeffext-Beweg- 40 
uchkeitbetragtetwa 1 • irr*cm 2 /Vs. 

Bdspid 2 

Die Oberflache eines Silizium- Wafers wird thenmsch 45 
oxidiert, so daS dne Oxidschicht mit einer Dicke von 
400 nm entsteht; der Silizium- Wafer fungiert als Gate-Bek- 
trode, und die Oxidschicht ist das Gate-Dieletoikum. Auf 
die Siliziurndioxid-Schicht werden durch eine Schatten- 
maske zueinander parallele Gold-Bektroden aufgedampft SO 
(Lange der Gold-Bektroden: 1 mm; Abstand der Gold- 
Bektroden vondnanden 20 urn; Druck wahrend der Bek- 
trodendeposition: 1 * 10" 5 mbar, Aufdampfrate: 0,5 bis 
1 nm/s; Dicke der Goldelektroden: ca_ 200 nm). Auf den 
vorgewarmten Wafer wird eine Losung von 4,4"~-Bis(n-oc- 55 
tyl)-quinquephenyl aufgebracht (0 r 25%ige Losung in bet- 
Bem Chlorbenzoi). 

Nach dem Abtrocknen des Ldsemittels wird die Transi- 
stor- A nordnung mil einem Spitzen-MeBplatz kontaktiert 
(Gold-Bektroden als Source- bzw. Drain-Bektroden, Sili- 60 
zium als Gaie-EJektrode). Bd Anlegen dner Gate-Span- 
nung von -90 V.zeigt das hergestellte Bauelement die Funk- 
don dnes Feld-Effeki-Transistors. Die FddefTekt-Beweg- 
fchkdt betragt etwa 1 • lO^cnrVVs. 

65 

Patentanspruche 



Bauderaent, mit einer Gate-Bektrode (11), einem 
Gale-Didektrikum (12), einer Source- und einer Drain- 
Bektrode (13, 14) sowie dner Schicht (IS) ans wenig- 
stens einer ladtwgstransporuerendcn organischen Sub- 
stanz, dadurch cekennzekhnet, dafi die bdungstrans- 
pomerende organische Substanz dektrochemiscb we- 
nigstens zweimal anodisch re versibd oxidierbar oder 
wenigstens zweimal kathodisch reversibel rednzierbar 
ist, mindestens in einem Losem ittd ldslich ist und ein 
Molekulargewicfat bis zu 2000 g/mol aufwekL 

2. AnordnungnachAnspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net,dafl<fie Schicht (15) aus der ladurigstranspomeren- 
den organischen Substanz eine Dicke zwischen 5 nm 
und 10 um aufweist, vorzugsweise zwischen 10 und 
100 run. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzdehnet, dafi die ladungstransrxcuerende organi- 
sche Substanz ein aromanscfaer Kohlenwasserstoff, 
eine heteroaromansche Vcrbindung oder eine Polyen- 
Verbindung mit wenigstens einem losfichkdtsvermit- 
telnden Substituenten ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die ladungstransportierende organische Sub- 
stanz ein Deri vat einer der folgenden Verbindungen ist: 
Benzol Naphthahn, Naphthacen, Pentacen, Biphenyl, 
Terpheny 1, Quaterphenyl, Quinquephenyl, Sexiphenyl, 
Triphenylen, Chrysen, Pyren, Naphthalocyanin, Por- 
phyrin, Perylen, Truxen, Fluoren und Thiophen oder 
cine entsprechende aromausche \ferbindung. in wd- 
cber ein oder mehrere Rjngkohlensfoffatomc durch . 
Sauerstoff, Stickstoffoder Schwefel ersetzt and 

5. Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der loslichkdtsvenmttclndc SubsuV 
tuent einer der folgenden Reste ist: C r bis C ir Alkyl. 
C r bis Cir Alkenyi, C r bis CrCycloalkyli Cr bis 
CirAralkyl und Q- bis C 1(r AryL 

6. Anordnung nach Anspruch 5. dadurch gekennzdeh- 
net, dafi die Reste eine Alkoxy-, Carbonyl-, Alkoxycar- 
bonyi-, Cyano-, Halogen- oder Aminogruppe tragen, 
wobd die Alkoxygruppen 1 bis 18 C-Atome aufwd- 
sen. 

7. Hektronischer Schaltkreis, enthaltend wenigstens 
eine Anordnung nach einem oder mehreren der Air- 
spruche 1 bis 6. 

8. Chipkarte, enthaltend wenigstens eine Anordnung 
nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 6. 

9. Transponder, enthaltend wenigstens eine Anord- 
nung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 6. 



Hierzu 1 Sdte(n) Zeichnungen 



1. Anordnung mil Transistor-Funlaion, insbesoodere 



- Leerseite - 




002 OK/350 

„tST AVAILABLE COPY 



